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一、课题来源与背景

随着新能源汽车、智能电网、工业控制、轨道交通等新兴行

业的快速发展，这些领域对高性能功率器件的需求日益迫切。目

前，全球范围内的功率半导体器件市场主要由国外龙头企业占据

主导地位。我国在功率半导体器件领域虽然取得了一定进展，但

整体上与国际先进水平还存在一定差距，通过研发高压大功率

SiC MOSFET 器件关键技术，实现这一关键技术的国产化替代，

不仅能够降低国内企业的生产成本，提高市场竞争力，还能够避

免国外技术封锁和贸易壁垒带来的风险，保障国家安全和战略利

益。

二、技术原理及性能指标

1、技术原理

本项目碳化硅功率器件采用平面栅工艺技术，主要通过优化

终端环设计与元胞设计降低导通阻抗,提高器件耐压，有效定义



称底缺陷及管控，导入 DMS/TDA 软件，栅氧可靠性评估塞选等

方式提高良率及可靠性,制作出高良率及高可靠性的国产碳化硅

功率器件。

2、性能指标

1.电压等级≥1200V；

2.比导通电阻<3.5mΩ·cm2；

3.开启电压:2.0~4.0V；

4.漏电流:IDSS<40μA, IGSS<100 nA。

三、技术的创造性与先进性

1.采用的场限环（FLRs）作为终端耐压技术，进行设计上的

优化，减少终端区的占用面积。

2.搭配元胞设计及工艺上优化搭建 SiC MOSFET 产品标准化

的工艺流程平台。

3.明确 SiC衬底材料缺陷及均匀性管控。

4.导入 DMS系统与 TDA分析软件提高产品良率及可靠度。

5.有效评估栅氧质量，保障器件长期稳定可靠工作。

四、技术的成熟程度，适用范围和安全性

1、技术的成熟程度

天狼芯在 SiC MOSFET 器件技术方面取得了显著的进展，其

国产替代高压大功率 SiC MOSFET 器件技术已经成熟，在高压、

大功率应用场景下表现出色，能够提高电子设备的工作效率。

2、适用范围

适用于多个高端领域，包括新能源汽车、智能电网、工业控

制、光伏等领域。



3、安全性

该高压大功率 SiC MOSFET 器件能够在高温环境下稳定工

作，能够降低因温度过高而导致的设备失效风险，安全性高。

五、应用情况及存在的问题

2023年营收 8211.16万元，研发费用 781.22 万元，净利润

33.99万元；

2024年营收 10430.19万元，研发费用 694.23万元，净利润

1541.55 万元。

六、历年获奖情况

国家高新技术企业认定；

深圳市专精特新中小企业认定；

重大专项“大功率宽禁带半导体”项目立项。

“2023功率半导体芯片市场领军企业”；

2023深圳高成长企业 TOP9；

2024深圳行业领袖企业 100强；

2024大湾区高成长企业榜内排名第 5 位；

参与国家标准制定：《半导体分立器件 第 3 部分：信号、

开关和调整二极管》（20233066-T-339）。


